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１．概要（Summary） 

太陽電池の効率を向上させる技術の一つとして、光方

向転換層により、光電変換層へ入射した光の吸収効率を

向上させる方法がある。この光方向転換層を太陽電池に

組み込むために、北海道大学微細加工プラットフォーム

の設備を利用して、その微細加工を行なった。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

プラズマ CVD 装置 PD-220ESN、超高速スキャン高

精度電子ビーム描画装置 ELS-F130HM、ICP 高密度

プラズマエッチング装置 RIE-101iHS、反応性イオンエ

ッチング装置 RIE-10NRV 
【実験方法】 
試料の表面に、SiO2/ZEP520A 積層膜を形成し、電子

ビーム描画により光方向転換層のパターン形成を行った。

次に ICP 高密度プラズマエッチング装置により光方向転

換層を掘り込んだ。SiO2/ZEP520Aマスクは、反応性イオ

ンエッチング装置によるプラズマ処理により除去した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
当初 SiO2/ZEP520A 積層マスクを用いて光方向転換

層の微細加工を行った際、加工を行った透明導電膜の表

面が高抵抗化することがわかった。通常 ICP 高密度プラ

ズマエッチングを行う際、ZEP520A レジストだけではレジ

スト耐性が充分でなく、そのために SiO2 を追加していた

が、プラズマ CVD による SiO2の形成時に、透明導電膜

の表面が高抵抗化すると推測した。そのため、ZEP520A
レジスト層マスクだけによる光方向転換層の微細加工を

目指した。 
 通常 ICP高密度プラズマエッチングでは、ICP RFパ

ワーを上げることによりプラズマ密度を増加させ、Bias RF
パワーを増すことにより、イオンの指向性を高くして異方

性エッチングを実現すると考えられる。当初(ICP RF パワ

ー) ＞ (Bias RF パワー)で行った実験では、ZEP520A
レジストのエッチングレートは透明導電膜の１０倍以上で

悲観的な状況であったが、 逆に(ICP RF パワー) ＜ 
(Bias RFパワー)を試みたところ、ZEP520Aのエッチング

レートは急激に低下し、最適な条件では、透明導電膜の

エッチングレートと同程度まで低下した。これにより、

ZEP520A レジスト層マスクだけでの、透明導電膜への光

方向転換層の微細加工が可能になった。その特性評価

は現在進行中であるが、入射光の吸収効率の増大が確

認されている。 
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Fig. 1 ZEP520A 
periodic pattern for 
fabricating the light 
propagation direction 
conversion layer (the 
period is 500 nm with 
250 nm line and 
spacing). 


